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BF 167

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor mit kleiner Riickwirkungs-
kapazitat, besonders geeignet fiir geregelte FS-ZF-Verstérkerstufen
in Emitterschaltung.

Silicon NPN planar RF transistor with small feedback capacitance,
especially for controlled video IF amplifier stages in common emitter
configuration.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Mormgehause
DIMN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
AnschluB =S« ist mit dem Gehéuse verbunden max. 0,59
Terminal 8 is connected o case
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 ')
Emitter-Basis-Sperrspannung Uegno 4 ')
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom g 3 mA

Gesamtveriustleistung
tamb é 45°C ptﬂl laﬂ mWw
Sperrschichttemperatur tj 175 ol
Lagerungstemperatur tslg -65..+175 ol
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Ree Min. Typ. Max.
Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RihJa ‘ 1°C/mwW
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tyqmp = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic = 10 pA Usriceo 40 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
g = 2mA UEBFI}GED 1 30 4
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
lg = 10 pA UBRIEBD 4 W
Basis-Emitterspannung
Ucg = 10V, Ig = 4 mA : Uggl) 700 840 mV
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Upg = 10V, lg = 4mA heg ) 27 57
Ucg = 2V, g = 10mA hpgt) a

1) '% = 0,01, Ip = 0,3ms
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see circuil diagram
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur ty ), = 25°C
Transitfrequenz
Upgg = 10V, Ip = 4mA, f = 100 MHz fr 350 MHz
Rickwirkungskapazitat
Upg = 10V, g = 1mA, f = 10,7 MHz Cire 0,15 pF
Rauschmal
Ugg = 10V, 1lg = 4 mA, HG = 1000,
f = 35 MHz F 3 dB
Leistungsverstarkung
Ugg = 25V, g = 4mA, Uppc = BV
f = 35 MHz 26 dB
Regelbereich
Upge = BV.OV &0 dB
- Ly=21pH
Ra Ly=062pH
Ly L Ly=1.23pH
0, Lg=086pH
Hu-?ﬂﬂ
JadtIME: e
+r
l Hurve siehe Seite: 312
N Usae
T28B0THK MeBschaltung fii r:‘hl'p,,. BVhe
Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Emitterschaltung
Ugg = 10V, Iz = 4mA, f = 35 MHz
KurzgchluB-Eingangsadmittanz Oie 48 mS
Cie 45 pF
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥ra | ar pS
T ga°
KurzschluB-Vorwartssteilheit Yig | 70 105 mS
-Pq 23°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Hce 30 pS
1) siehe Schaltbild Coe 12 pF
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